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RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA

O objetivo do trabalho realizado na area de semi-condutores € observar a
alteracdo nas propriedades eletroquimicas do TiO2. Foi realizada a reproducédo de
uma série de processos descritos a seguir para verificar a reprodutibilidade do
trabalho ja efetuadas no grupo de pesquisa. A parte de experimental envolve: a
preparacdo de solucdes tanto para a anodizacdo, quanto para analise eletroquimica
do TiO2; o recozimento do Tis) em alto vacuo; decapagem com solucdo de HF
0,02%; anodizagcdo em diferentes solu¢des de diferentes composicdes e pH para a
geracdo do oxido, tanto nanotubular (na presenca de acido fosférico), quanto
amorfo, ambos dopados com diferentes graus de H e D e a fabricacdo de um
eletrodo de referéncia customizado de chumbo. Em seguida na parte de analise foi
realizada uma técnica de varredura eletroquimica a fim de obter o grafico Mott-
Schottky e verificar a alteracédo nas propriedades semicondutoras do TiO> preparado
em diferentes solucdes e, por consequéncia, com diferentes dopagens, por meio de
alteracdes na capacitancia e carregamentos responsaveis por alterar ainda mais a
estrutura do 6xido. Depois de analisar a incorporacdo da dopagem pelos métodos de
espectroscopia de retro espalhamento Rutherford (RBS (Rutherford backscattering
spectroscopy) e ERDA (ElasticRecoilDetectionAnalysis), procedeu-se as analises
eletroquimicas por Mott-Schottky com ofim de estabelecer a relacdo entre a
incorporacao e as propriedades semicondutoras. Os resultados indicam que existe,
sim, uma correlacdo entre a incorporacdo e densidade de portadores de carga.
Aguardamos a retomada dos trabalhos para dar continuidade ao estudo e
desenvolvimento pelas técnicas de anodizacdo, Mott-Schottky e ERDA/RBS.



